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Willkommen zu unserer 53. Ausgabe der AR NEWS.  

Allresist entwickelt sich stetig weiter. Die in den letzten fünf Jahren entwickelten Resists generie-
ren mittlerweile fast 40 % des Produktumsatzes und sind weltweit gefragt. 

Wir bleiben unsere Philosophie treu: Neue Produkte werden auf Kundenwunsch auf den Markt 
gebracht und passgenaue Resists für die Technologien von Industriekunden entwickelt. 

Wie in jedem April und Oktober möchten wir Sie gern weiterhin über die Weiterentwicklung unse-
res Unternehmens und seiner Forschungsprojekte informieren. 

 

1. Allresist auf den Konferenzen EIPBN 
(USA), MNE (Schweiz) & SEMICON Europa 

 

Die Konferenz EIPBN findet dieses Jahr im mittle-
ren Westen der USA in Denver vom 26.-29.05.26 
statt. Wie bei jedem der bisherigen Kongresse 
sind wir als Goldsponsor angemeldet und verfü-
gen über einen informativen Stand. Diese Konfe-
renz ist uns auf den Leib geschneidert, da unsere 
Zugpferde CSAR 62, Electra 94 und Medusa 84 SiH 
für die E-Beam-Anwender hoch interessant sind. 

 

Vom 21.-24.09.26 geht es dann zur MNE in die 
Schweiz nach Interlaken. Dort sind wir als Silber-

Sponsor ebenfalls mit einem repräsentativen 
Stand vertreten. Natürlich werden auch dort die 
erwähnten Resists für die Elektronenstrahl-
Anwendungen im Mittelpunkt stehen, jedoch 
kommen viele innovative Produkte aus der Photo-
lithographie hinzu. So präsentiert Allresist auf 
dem Kongress verschiedene Bottom-Resists, mit 
denen innerhalb einer Zweilagen-Lithographie 
zusammen mit Negativ- oder Positivresists präzise 
Lift-off-Prozesse durchgeführt werden können. 

 

Wir sind auch auf der SEMICON Europa vom 10.-
13.11.26 in München vertreten. Wir präsentieren 
dort unser gesamtes Produktportfolio und treffen 
uns mit wichtigen Partnern und Kunden. Bei Inte-
resse können Sie gern mit uns einen Gesprächs-
termin vereinbaren, zu dem wir Ihnen Besucherti-

ckets organisieren. Sprechen Sie uns an 😊. 
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2. Der etablierte HSQ-Resist Medusa 84 SiH 

Unser HSQ-Resist Medusa 84 SiH hat sich auf dem 
Markt etabliert. Ihn zeichnen höchste Auflösung, 
hohe Ätzstabilität und lange Haltbarkeit aus. Mit 
vier Feststoffgehalten kann ein Schichtdickenbe-
reich von 40 nm bis 800 nm erreicht werden, bei 
Doppelbeschichtung auch über 1 µm. Zusammen-
fassend möchten wir Sie über die herausragenden 
Eigenschaften und zusätzliche Fakten informieren. 

Verbesserte Eigenschaften 

a) Längere Haltbarkeit (> 6 Monate) 

Medusa 84 SiH besteht chemisch aus purem 
HSQ-Polymer gelöst in Butylacetat. Durch eine 
gezielte Syntheseführung und durch aufwändige 
Reinigungsoperationen gelingt es, einen lager-
stabileren HSQ-Resist anzubieten. Bei einem 
Feststoffgehalt bis 8 % (AR-N 8400.08) sind bei 
einfacher Kühlschranklagerung Lagerzeiten über 
6 Monate ohne Qualitätseinbuße möglich.  

b) Höhere Empfindlichkeit  

Ein Vergleich der Empfindlichkeit mit einem han-
delsübliche HSQ-Resist unter gleichen Bedingun-
gen ergab eine höhere Empfindlichkeit von Me-
dusa 84 SiH: 

 

Abb. 1 Vergleich der Empfindlichkeiten von Medusa 84 & 
HSQ-Resist, Entwickler AR 300-73 © Heyroth, MLU, Halle 

c) Höhere Auflösung & Prozessstabilität 

Frau Joanne Schieser von der Raith GmbH verglich 
Medusa 84 SiH (8400.02 mit 2 % Feststoff) mit 
einem HSQ-Resist eines anderen Herstellers (2 
%ig) in Pulverform. Die Bestimmung der kleinsten 
Linienbreite erfolgte mit einem Raith Voyager 
EBL System bei 50 kV. Dabei waren die Struktu-
ren von Medusa 84 SiH (3,6 nm) direkt nach der 
Beschichtung besser als das Pulver-HSQ (5,2 nm). 
65 Tage nach der Beschichtung lagen die Struk-
turbreiten für Medusa 84 SiH bei 5,9 nm, beim 
HSQ-Pulver bei 6,9 nm. Mit dieser Untersuchung 
wurde nachgewiesen, dass Medusa 84 SiH selbst 
nach 65 Tagen eine höhere Auflösung hat. 

d) Schichtdicken > 1 µm möglich 

Für bestimme Anwendungen werden Schichtdi-
cken > 1 µm benötigt. Mit dem AR-N 8400.22 
wurde ein Doppelbeschichtungsverfahren am FZ 
Jülich mit einer präzisen Steuerung des Pro-
zessablaufs demonstriert. Bei dem hier gezeigten 
Beispiel (Abb. 2) wurde eine Schichtdicke von 
1,035 µm erreicht (siehe 52. AR NEWS). 

 

Abb. 2 Säulen mit dem SX AR-N 8400.22, 100 kV, 600 
µC/cm² Developer AR 300-73, © Dr. Yurii Kutovyi Peter-
Grünberg-Institute (PGI-9) & JARA-FIT, FZ Jülich 

e) Höhere Lagestabilität 

Weitere Untersuchungen von Raith galten der 
Lagerstabilität von Medusa 84 SiH mit 2 % Fest-
stoffgehalt bei unterschiedlichen Lagerbedingun-
gen. Die Lacke wurden jeweils 3,5 Monate bei 
−30 °C, bei 0 °C sowie bei Raumtemperatur gela-
gert. Wiederum wurde die kleinste Linienbreite 
mit dem gleichen Verfahren gesucht. Erstaunli-
cherweise gab es zwischen den drei Lagertempe-
raturen keinen Unterschied. Selbst die bei Raum-
temperatur gelagerte Probe wies eine Linienbrei-
te von 3,7 nm auf. 

 
Abb. 3 Vergleich der Linienbreiten von Medusa 84 mit  
2% Feststoffgehalt bei unterschiedlichen Lagertemperaturen 

Veröffentlichungen 

Innerhalb des Papers „Medusa 84 SiH - A novel 
high selectivity electron beam resist for diamond 
quantum technologies“ wird gezeigt, dass Me-
dusa 84 SiH (HSQ) als E-Beamresist eine mit FOx 
vergleichbare Lithographie-Performance, hohe 
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Ätzresistenz und gute Prozessintegration für ICP-
RIE-basierte Diamantnanostrukturierung liefert. 
Durch einen Si-Adhäsionslayer und etablierte 
Prozessführung werden hohe Strukturqualität 
und Fabrication Yields der NV-Zentren im Dia-
mant bis etwa 96 % erreicht, bei gleichzeitig ho-
her Oberflächenqualität. Entscheidend ist, dass 
die NV-Zentren nach der Prozessierung kaum 
degradiert werden, wodurch Medusa 84 als 
drop-in Ersatz für FOx mit zusätzlichem Vorteil 
eines weniger toxischem Lösungsmittels und 
sofortiger Verfügbarkeit geeignet ist. 

Auch die wissenschaftliche Presse hat Medusa 84 
wohlwollend zur Kenntnis genommen. Folgende 
Veröffentlichungen sind erschienen: 

EPP – Elektronik Produktion + Prüftechnik „Wie 
anorganische Resists neue Maßstäbe in der 
Elektronenstrahllithographie setzen“ [Deutsch] 

Elektronik Praxis „HSQ-basierte Resists als Trei-
ber in der E-Beam-Lithographie“ [Deutsch] 

In beiden Artikeln wird für den HSQ-Resist Me-
dusa 84 folgendes Fazit gezogen: 

„HSQ-basierte Resists wie Medusa 84 bieten der 
Elektronenstrahllithographie völlig neue Mög-
lichkeiten, wenn es um hochauflösende, ätzstabi-
le und zugleich prozesssichere Anwendungen 
geht. Die Kombination aus Strukturpräzision, 
robuster Prozessführung, hoher Lagerstabilität 
und guter Drop-in-Kompatibilität macht sie so-
wohl für Forschungseinrichtungen als auch für 
industrielle Anwender attraktiv.“ 

Verschiedene Anwendungsbeispiele 

Medusa 84 SiH wurde bei unterschiedlichen Ap-
plikationen eingesetzt. Wir zeigen einige Beispiele: 

a) Donut-Strukturen von Medusa 84 SiH auf GaN 

 

Abb. 4 © F. Lüßmann, PTB Braunschweig 

Es wurde der salzige Entwickler AR 300-28 (1 % 
NaOH + 4 % NaCl) verwendet, um den Kontrast 
deutlich zu verbessern. 

b) Kreisförmige 100 nm Linien- / Abstand-
strukturen mit Medusa 84 SiH 

 

Abb. 5 © J. Hohmann, KIT-IMT, Karlsruhe 

Es wurde bei 1.000 µC/cm² bei 100 kV auf Silizi-
um geschrieben und mit AR 300-73 (6,5 % TMAH-
Lösung) entwickelt.  

c) Quadratische Säulen aus Medusa 84 SiH mit 
22 nm Kantenlänge und 50 nm Höhe auf GaAs 

 
Abb. 6 © E. Maggiolini, JKU Linz 

Es wurde bei 30 kV geschrieben und mit AR 300-
44 (2,38 % TMAH) entwickelt. 

d) Strukturierung von Medusa 84 auf isolieren-
den Substraten 

Will man Medusa 84 auf isolierenden Substraten 
wie z.B. Quarz strukturieren, ist die neue Varian-
te von Electra 94 hervorragend geeignet. Der 
leitfähige Resist wird auf Medusa 84 SiH aufge-
schleudert und leitet bei der Bestrahlung die 
Aufladungen ab. Die Electra-Schicht weist exzel-
lente Beschichtungs- und Hafteigenschaften auf 
und ist sowohl für Medusa 84 SiH jedoch auch 
für andere (HSQ-) Resists geeignet. 

 
Abb. 7 Medusa 84 Siemens-Stern auf Quarz geschrieben mit 
der neuen leitfähigen Schicht Electra 94 AR-PC 5094.02  
© B. Drent, AMOLF NanoLab Amsterdam 
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3. Phoenix 81 auch als PPA-Flüssigresist für 
den NanoFrazor 

Der NanoFrazor von Heidelberg Instruments 
Nano AG hat sich weltweit etabliert. 

   

Abb. 8 (links) NanoFrazor von Heidelberg Instruments Nano AG 

Abb. 9 (rechts) Dreidimensionale Strukturierung mittels des 
NanoFrazor 

NanoFrazor-Systeme sind t-SPL-Geräte (thermal 
scanning probe lithography), die eine binäre Li-
thographie mit einer Auflösung von unter 10 nm 
und 3D-Strukturierung mit vertikaler Auflösung im 
sub-nm Bereich ermöglichen. Die erhitzte Spitze 
sublimiert Phoenix 81 und kann auch eine In-situ-
Bildgebung ähnlich dem AFM durchführen. 

Allresist hat zusammen mit Heidelberg Instruments 
Nano AG den PPA-Resist Phoenix 81 in einem Euro-
star-Projekt entwickelt, welcher seit einigen Jahren 
weltweit erfolgreich angeboten wird. 

Allein die Tatsache, dass das Phoenix 81-Polymer 
(Polyphtalaldehyd) bei der Strukturierung zer-
setzt werden muss, deutet auf eine thermische 
Labilität hin. Und in der Tat waren die ersten 
flüssigen Proben nur wenige Wochen stabil. Bis-
her wurde deswegen Phoenix 81 nur als PPA-
Feststoff verkauft, welches sich bei entsprechen-
der Lagerung über 12 Monate hält. Jedoch müs-
sen sich die Anwender den Resist selbst ansetz-
ten und können dabei oft nicht die genaue 
Schichtdicke einstellen. 

Deshalb stellten wir uns die Aufgabe, einen an-
wenderfreundlichen, flüssigen PPA-Resist anzu-
bieten. Zusammen mit unserem langjährigen 
Partner IDM e.V. (Institut für Dünnschichttechno-
logie und Mikrosensorik e.V., Teltow) überarbeite-
ten wir das Herstellungsverfahren. Mit diesem 
erreichten wir eine viel höhere Reinheit des Poly-
phtalaldehydes. Parallel untersuchte Allresist die 
Stabilität der neuen Resistproben des Phoenix 81. 

Für die Versuche wurden Resists mit 6 % Feststoff 
in dem Lösemittel Anisol angesetzt. Die Proben 
wurden bei -18°C, bei 10°C, bei Raumtemperatur 
und im Ofen bei 40°C gelagert. Monatlich wurden 

Wafer beschichtet, die Schichtdicke und die Zer-
setzungstemperatur gemessen. Für die Messung 
der Zersetzungstemperatur wurde der Wafer auf 
eine 100°C heiße Hotplate gelegt und dann mit 
5°C pro Minute aufgeheizt. Das komplette Ver-
dampfen wurde visuell beurteilt.  

 

Abb.10 Zersetzungstemperatur nach der jeweiligen Lagerzeit 

Die Untersuchungen belegen, dass selbst bei 
einer Lagerung bei Raumtemperatur die Einsetz-
barkeit nach 12 Monaten gegeben ist. Sogar die 
bei 40°C gelagerten Proben können nach 6 Mo-
naten problemlos eingesetzt werden.  

Auch Versuche bei Heidelberg Instruments Nano 
AG wiesen nach, dass der so verbesserte PPA-
Resist Phoenix 81 seine exzellenten Anwen-
dungseigenschaften auch noch nach drei Mona-
ten Lagerung bei Raumtemperatur behielt. 

Aufgrund dieser guten Ergebnisse bieten wir 
neben dem pulverförmigen PPA seit diesem Jahr 
den sofort einsatzfähigen Phoenix 81 an. Wir 
bieten auch Starterkits mit dem E-Beamresist AR-
P 617.06 für einen Zweilagenverfahren an. Der 
AR-P 617 wird beschichtet, darauf dann der 
Phoenix 81 aufgebracht. Das PPA wird mittels 
NanoFrazor strukturiert, anschließend der freige-
legte AR-P 617 wässrig-alkalisch abgetragen. 
Diese Entwicklung löst auch die Schicht unter 
dem PPA, es entsteht eine Lift-off-Struktur. Über 
die Dauer der Entwicklung kann der Lift-off ein-
gestellt werden. 

4. Umweltfreundliche Alternativen für 
TMAH- und NEP-basierte Prozesschemikalien 

Lithographieprozesse in der Halbleiter- und Na-
notechnologie stehen zunehmend vor der Her-
ausforderung, höchste Anforderungen an Auflö-
sung, Reproduzierbarkeit und Prozessstabilität 
mit steigenden Erwartungen an Arbeits- und 
Umweltschutz zu vereinen. 

In der Photolithographie gehören Entwickler und 
Remover zu den kritischsten Prozessmedien. 
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TMAH-basierte Entwickler und NEP-basierte Re-
mover sind seit Jahren etabliert und ermöglichen 
zuverlässige Prozesse. Gleichzeitig sind sie aus 
Sicht des Arbeitsschutzes und der Umwelt prob-
lematisch zu bewerten. 

So untersuchen wir z.B. Carbonat-basierte Remo-
ver als Alternative zu NEP. Die internen Versuche 
an verschiedenen Resists sind weit vorangeschrit-
ten. Aktuell werden Proben für einige unserer 
Kunden vorbereitet, die die neuen umweltfreund-
lichen Remover für ihre Technologie testen.  

Bei den Untersuchungen für Cholin-basierte Ent-
wickler als TMAH-Ersatz sind wir bereits einen 
Schritt weiter. Gemeinsam mit dem Fraunhofer 
ENAS in Chemnitz wurde die Entwickler AR 300-41 
und 300-42 für Medusa 84 SiH konzipiert. Die sehr 
guten Ergebnisse wurden letztes Jahr auf der MNE 
in Southampton vorgestellt (siehe 52. AR NEWS). 

 
Abb. 11 Pia Kohlschreiber vom Fraunhofer ENAS präsentiert 
die gemeinsamen Untersuchungen für die Entwicklung von 
Medusa 84 SiH mit Choline-basiertem Entwickler AR 300-41 

Mittlerweile gibt es auch für den Standard-
Entwickler AR 300-44 (2,38 % TMAH) eine an-
wendungsbereite Rezeptur, die an unseren Posi-
tiv- und Negativresists (AR-P 3500 T und AR 
4400) erfolgreich getestet wurde.  

Für die anderen üblichen Entwicklerkonzentratio-
nen laufen Untersuchungen, um auch hier Alter-

nativen anbieten zu können. Wir sehen darin ei-
nen Beitrag zum Schutz der Gesundheit unserer 
Anwender und der Nachhaltigkeit in der Chemie-
Branche. Wir gehen davon aus, dass wir die um-
weltfreundlichen Prozesschemikalien 2027 in 
unser Produktportfolio aufnehmen werden. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte für weitere 
Informationen. 

5. Allresist expandiert und beginnt im Mai 
mit Erweiterungsbau 

Aufgrund der stetig steigenden Produkt-Umsätze 
benötigen wir größere Produktions-, Versand- 
und Lagerkapazitäten. 

Deshalb planten wir bereits 2025 einen Neubau 
für Versand und Logistik. Mit der Erweiterung 
werden im jetzigen Gebäude Platz für neue Pro-
duktionsmöglichkeiten geschaffen. Ebenso täti-
gen wir Investitionen für eine effizientere Her-
stellung und Konfektionierung. Eine neue halbau-
tomatische Abfüllstation erlaubt die Konfektio-
nierung gestiegener Produktmengen. 

Erfreulicherweise hat die Investitionsbank des 
Landes Brandenburg (ILB) unseren Antrag auf 
GRW-Förderung bewilligt. Die Bausumme wird 
mit 45 % gefördert. Damit ist die Finanzierung des 
Vorhabens ohne Aufnahme von Fremdkrediten 
gesichert. Wir danken der ILB und dem Land 
Brandenburg für die großartige Unterstützung. 

Die Baugenehmigung liegt bereits seit letzter 
Woche vor und Anfang Mai beginnt unser Erwei-
terungsbau mit der Firma Goldbeck. Die Fertig-
stellung ist für Ende dieses Jahres geplant. Über 
den laufenden Stand werden wir Ihnen in unse-
ren nächsten AR NEWS berichten. 

 
 

Wir hoffen, dass für Sie Interessantes und Anregendes dabei war und freuen uns über Ihr Feedback.                            

Die nächste Ausgabe der AR NEWS werden wir Ihnen wieder im Oktober 2026 vorstellen.  
Bis dahin wünschen wir Ihnen und uns viel Erfolg ☺. 

 
 

Strausberg, 28.04.2026 
Matthias, Brigitte und Ulrike Schirmer im Allresist-Team 
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